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【背景】 我々は局所クリーン化技術でクリーンルームを不要とし、規格化した超小型の製造装置とウェーハで、
１枚ずつ製造する超小型デバイス製造システム・ミニマルファブの開発を行っている[1]。現在、主要前工程装
置は実用商品として既に販売している。但し、デバイス試作で必要な不純物拡散は、開発中のイオン注入に替
えて、液体ドーパントを用いた熱拡散法を採用している。 
現在、熱拡散法を用いた TiN ゲート SOI CMOS を基本デバイスとして、種々のデバイスに展開していくフェー

ズにシフトしており、集積回路（JAXA,1000 トランジスタ規模）やオペアンプの試作にも成功している。今後、
集積化や複雑な回路構成に対応する為には多層配線化が必須となる。 
前回（19 秋季講演会）は 1～4µm□サイズのビアを有した 2 層Al配線プロセスを検討し、①コンタクト抵抗と

ビア加工法（CF4/ArとSF6/Arガスを用いたドライエッチング）の違いと②2層目Alスパッタ成膜前のArプラズマ
処理によるビアのコンタクト抵抗低減効果について報告した [2]。 
今回は、更に、微細な 0.5µm□サイズビアの 2層Al配線プロセスを検討したので報告する。 

 
【実験方法】図 1に試作評価した 2層 Al配線プロセスフローを
示す。先ず、熱酸化膜上に Alスパッタ装置にて Al(1)層目を成
膜しパターンを形成する。その後、層間絶縁膜としてプラズマ
TEOS膜（以下、P-TEOSと略す）を成膜する。次にビアのホトリ
ソ工程を終えた後、ミニマルマイクロプラズマエッチング装置に
てビアを加工する。ビア加工では下記の２つの方法を検討した。 

① SF6/Arドライエッチングのみ 
② DHFウエットエッチング＋SF6/Arドライエッチング  

SF6/Arドライエッチングはマイクロプラズマ出力 20W、ウエー
ハ側のバイアス出力 10W(13.56MHz)とした。②の方法は最初に
DHFウエットエッチングにてP-TEOS膜を途中までエッチングし、その後はSF6/Arドライ
エッチングにて加工する。次にAl(1)表面の酸化物除去の為、同エッチング装置にてAr
プラズマ処理を行った後、Al(2)層目を成膜した。Al(2)層目のパターンを形成し、最
後に、レーザ加熱炉装置にてH2アニールを行った。Al(1)層とAl(2)層間のビア(コンタ
クト)抵抗は図2に示すビアチェーンTEG(ビア径0.5～4μm□,210個直列接続)にて測定
した。 

 
【結果および考察】図 3 は上記 2 つ
の方法でビア加工したビアチェーン
抵抗の結果を示す。①のSF6/Arドライ
エッチングのみよりも②のDHFウエ
ットエッチングを最初に追加した方
がビアチェーン抵抗は低い。また、
ビアサイズが 0.5μmにおいては②の
方法のみ導通が得られた。 
図 4はSF6/Arドライエッチングのみ

にて加工したビアの断面を示してい
るがビア側壁はテーパー状である。
テーパー状のビア側壁ではAl(2)成
膜前のArプラズマ処理時に、Arイオ
ンによるアタックを受けP-TEOS膜の
叩き出しとビア底への付着が考えられる（図 6(a)）。 
図 5は②の方法によるビア加工形状を推定したものであるが、DHFウエッ
トエッチング追加により、ビア底に近い側壁が垂直になっていると考えら
れる。図 6(b)に示すように、垂直状のビア側壁では Arイオンのアタック
を受け難くビア底への堆積が減少し、0.5μm ビアでも導通が得られたも
のと推定している。詳細については当日の報告で述べる。 
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